P-35,611
PIN 2328

pora solicitar PATERTE DB IIVIHRCION por 20 afios

a nombre de 1, V, PHILIPS'GLORILANPLIRATRIELILH

entidad / dexnadionalidadx holandesa

con domicilio en  Enmagingel 29, Findhoven, Iolanda

por  “UII LETODO DE LAIUFACTURAR UN LIOSAICCO DE URNIONLS SBE-
LISOULUSRIORAS DI Uil CUSZRPO SIIIICOLDUCTOR LOHOCRISTALINO
DEL TIP0 I (Clase Intern-cional HO1L).
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Le invencién ge veficre o mosalcos Ge unlones
en cuernos seuiconductores y & un wétodo de nanufacturar
estos mosaicos., Los cuerpos sesiconductores que contlenen

tal moseico se usan, ontre otres posas, en tubos de cdma-

1o en log cuales se utiliza el fenbieno en el cual un mo-

delo de carge se acumula por irrvadiacidn de unlones que.
funcionan como fotodiodos, Do acuerdo con log nétodos co-

nocicos los mosaicos de uniones se producen por depdsito

de un elemento activador gobre un gustrato semiconductor

desde la fase de vapor con la ayuda de una mdscara neté-
lice y aleando a contimuocién dicho clemento al sustrato.
La desventaja debide a un pequeflo factor de espacio del
nogaico ya es conocida. Z1 factor espacio estd limitado
por las dimensiones (e la ndscara.

£l nétodo de acuerdo con la invencidn es sin-
ple, y& cue no requiere ningdn tratanienio térmico.

De acuerdo con la invencidn un méitodo de mapu-
Tacturar un mosalco Ge uwniones semxiconductoras en un

cuerpo seniconductor monocristalino del tipo n, se carac-

teriza porgque la unidn sexiconductora se produce creando
.espacios vacios en el retfenlo crigtalino en una superfi-

cie del cuerpo sealconductor.

Se conoce cue se yproducen efectos reticulares

en la nmeyor parte de log sblidos y gque estos ejercen
-clerta influencia en las proplcdades uccénicas y pldsti-~

‘eas. 3n los cuerpos seniconcuctores esios defectos reti-

culares pueden der lu ar a una modificacidn congiderable
de las uropiedader cléetiicas,

agl pureden conportarse como acspladores log es-

paclos vaclos, es deciy, logs defectos reticulares obteni-
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dos por la rovirada de Stomom del crigtal,

In loo eriztales en los cucles lo interaccidn
catre lou dicmos oz de tipo covalente, como ocurre en
¢l cogo de cuernos ge.lconductores toles Gono wilicio,
Seruanilo y ocariuro Ge giliclo, gme obtienc un cnlace esta-
ble por unibn Ge pores de eleobrones con momentos orbitas-
les opuestos. Li se reiira un dtomo del ceristal, la enor-
ofe interna del erigtal owionta y corca del eguaelo va-

clo se producen wuno o nds esxlaces no saturados. e aqul

[ 5]

que ¢l espacio vaclo se comnorite como un ccepbador. Un
espaclio vaclo cia un erigial de, nor cjermlo, gilicio o
aerianio cstd rodeads por cuatre clectrones de valencia
aue perbenceen a log dtomon urdziizon, o ue o nresencia
del diomo werdico nroducen el cnlace con cegte diono., Pue~
de conciderarse que el espaclo vacio puede contoner cude
tro cicetrones, de mouo que Las eavolvenics de clceirones
nds exteriores de los dtomos adyacenies cstén conplcotas
voro la repuleibn cleetrostdtica mitua de csios cleetro-

cs derd lugspr entonces a une enerzle muy seoande. Siose

]
[

ticne en cuenta 1o conchante dleldeivica de’ seniconduce
tor, pueden uhirse uno o dos cicetrones en niveles de
venergia siteados en lg banda prohibida.

be verd eatonces que un espacio vaclo pucde
comportarge como accptasor, ¢imo ze Gesprende de ia ex~
pericneia,

21 método de acucrdo con le inveacidn se des-
cribird chora; debe observarse gue cste méioGo cs pervis
cularniente apropiacdo si ha de nroduecirse un nosgaico de
uniones en un seniloowdiuctor, cn ol cual c¢g doseavle una

alta resistencisc lominer on lo direceidn tronsversal, co-
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mo ¢ vl caso de Gispogitivos en log cunales se utiliza
el fTenbizeno, en cl cual un rodelo de carge es jroducido

por irradiacifn de uniones gue operan couo [otoulodos y
en ¢. cual no esg deseable un flujo hacia fusra lateral
de lusg carges almacenadas.

¥l patericl de parvida que iorma el sustrato
del mosdico es una ro aga monocristalina de siliclo del
tipo n (resictividad 2 a 3 ohm/cm) de un espesor de 2 mm,

Lo rodaja ha sido atacada de tal n0do que la capa supor-

2icial, gue incluye iuperfeccicnes, estd enterouente ex—

trafca del crintal. Para este fin se usa un ajcnie de aja-

que de lo siguienie composicidne
2 partes de deido nitrico (H03H)
1 parte de dcido fluorfdrico (FH),
1 parte de deido acdtico (CH ¢oomH) .
Egte tratacicnito periite gue ge obtenze svbsi-

gulentoaente por pulido una capg vorvurvada Luy fina de

!

WhoS poeos K de cgpesor,

Zsta capa perturbada se produce por puiido del
Gigco con una pasta de disucnte con un semaiio granular
de 0,25 uicras, La duracién de este tratamicnto varia
desde unos pocos sejundos hagia aproivimadonentse 15 minu-

t0s. El espesor de io capa se conirola por la pruewva del
mosaico ¢n un pubo desmontavle, ovteniéniose ¢l espesor
Sptino de la cope perturbada cuande la seasibilidad es

ndxina.

La realizacidn desciita del ndtodo de acusrdco

con ia inveacidn se Ga a woao de ejemplo solowontie r, ne-—
Turalacnic, son posiuvlos muchas modlilicacliongs o varia-

ciones gin ancrborse ael dubito ue la invencidn, Por ejeum-
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Plo, la capa perturbeda puede obtenerse zlternstivamente
Por bombardeo del cristal con particulas de energle apropia-
da.

La presente solicitud que corresponde a la pre-
sentada en Francia con fecha 21 de Junio de 1966, bajo el
ne 66,307, se acoge a los beneficios del artfculo 51 del
vigente Estatuto sobre Propiedad Industrial,

N O T A

Los puntos de invencidén propia y nueva que se
Presentan para que sean objeto de la presente solicitud de
Patente de Invencién en Espefia, por VEINTE gfios, son los
giguientes:

l.- Un método de manufacturar un mosaico de unio-
nes semiconductoras en un cuerpo semiconductor monocrista~
lino del tipo n, caracterizado porque se produce la uniédn
seniconductora creando espacios vacios en el retfculo crig-
talino en una superficie del cuerpo semiconductor.

2= Un método segin la reivindicacién 1, carac-
terizado porque los espacios vacios se producen al menos
en parte por pulido con un f£ino abrasivo,

3o~ Un método segin las reivindicaciones 1 § 2,
caracterizado porque los espacios vacios se crean al me-—

nos en parte por bombardeo con part{culas subatémicas,
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4.~ Tn nétodo de manufacturar un mosaico de unioe
nes semiconductoras en un cuerpo seniconductor monocrista~
lino del tipo W,

Tal y como se ha descrito en le llemoria que ante-
code y para los fines que se han especificado,

La presente Hemoria consta de seis hojas escritas

a ndquina por una sola oarg,

Madrid,

P,A,

[
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